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【手続補正書】
【提出日】平成21年7月13日(2009.7.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　間にチャネルが配置された、間隔を空けてドープされたソース及びドレイン領域を含む
複合半導体領域と、
　前記チャネル上に配置されたゲート誘電体と、
　前記ゲート誘電体上に配置された導電性ゲートであって、前記ゲートの下の前記複合半
導体領域は、第１の表面配向を有する上部単結晶半導体と前記第１の表面配向とは異なる
第２の表面配向を有する下部単結晶半導体とを含み、前記上部単結晶半導体及び前記下部
単結晶半導体は接合界面で直接接しており、前記チャネルは前記第１の表面配向をもつ前
記上部単結晶半導体内部にのみ位置付けられ、前記ソース及びドレイン領域の両方が完全
に前記下部単結晶半導体の前記第２の表面配向を有する、電界効果トランジスタ（ＦＥＴ
）。
【請求項２】
　前記接合界面の上のソース／ドレイン領域の少なくとも一部は、前記チャネルとは異な
る前記第２の表面配向の半導体材料を含む、請求項１に記載のＦＥＴ。
【請求項３】
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　ソース／ドレイン延長部をさらに含み、前記ソース／ドレイン延長部は、前記チャネル
と同じ又は異なる表面配向を有する、請求項１に記載のＦＥＴ。
【請求項４】
　間にチャネルが配置された、間隔を空けてドープされたソース及びドレイン領域を含む
複合半導体領域と、
　前記チャネル上に配置されたゲート誘電体と、
　前記ゲート誘電体上に配置された導電性ゲートであって、前記ゲートの下の前記複合半
導体領域は、第１の表面配向を有する上部単結晶半導体と前記第１の表面配向とは異なる
第２の表面配向を有する下部単結晶半導体とを含み、前記上部単結晶半導体及び前記下部
単結晶半導体は接合界面で直接接しており、前記チャネルは前記第１の表面配向をもつ前
記上部単結晶半導体内部にのみ位置付けられ、前記ソース及びドレイン領域の両方が完全
に前記下部単結晶半導体の前記第２の表面配向を有する電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）
を含む、ＣＭＯＳ回路。
【請求項５】
　前記接合界面の上のソース／ドレイン領域の少なくとも一部は、前記チャネルとは異な
る前記第２の表面配向の半導体材料を含む、請求項４に記載のＣＭＯＳ回路。
【請求項６】
　前記チャネルは、Ｓｉを含み、横方向に隣接する前記ソース及びドレイン領域は、Ｓｉ
Ｇｅ半導体である、請求項４に記載のＣＭＯＳ回路。
【請求項７】
　ソース／ドレイン及びチャネル領域が単結晶半導体の単一の表面配向内に完全に含まれ
る別のＦＥＴをさらに含む、請求項４に記載のＣＭＯＳ回路。
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